TEILE%KEN electronic TE 13002 - TE 13003

Creative Technologien

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Schaltnetzteile, Lampenansteuerschaltungen

Besondere Merkmale: *
® In Mehrfachdiffusions-Technik ® Kurze Schaltzeit
@ Glaspassivierung @ Verlustleistung 38 W
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm
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18 _},{ﬂ 4 — 16—+ C Kollektor mit Montage-
LN\ po23 fliche verbunden
i S 0s |
375 2 - Standard Kunststoffgehause
m 55 oo 14A 3 DIN 41869

JEDEC TO 126 (SOT 32)
Gewicht max. 0,8 g
Zubehor:

Isolierscheibe  Best. Nr. 119880
Unterlegscheibe Best. Nr. 3.2 DIN 125 A

Absolute Grenzdaten TE 13002 TE 13003
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ueeo 300 400 \%
Uges 600 700 \
Emitter-Basis-Sperrspannung Uso 9 \"
Kollektorstrom le 1.6 A
Kollektorspitzenstrom lom 3 A
Basisstrom Ig 0,75 A
=l 0,75 A
Gesamtverlustleistung
Toase =25°C Py 38 w
Sperrschichttemperatur T] 150 °C
Lagerungstemperaturbereich TStg —65...+150 °C
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehéuse Ric 3,3 K/W

T1.2/788.1188D
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TE 13002 - TE 13003

KenngréRen

T ... = 25°C, falls nicht anders angegeben

case
Kollektorreststrom s
Uy=600V TE 13002
U,=700V TE 13003
T e =150°C, U =600V TE 13002
Uy=700V TE 13003

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I.=100mA, L. =125 mH TE 13002

Fig. 1,2 TE 13003
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Ic=100mA, ;=10 mA
le= 1 Alg= 025 A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
I.=1A1,=0,25A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Uge=2V,I;=05A

Uge=2V,lc=1 A

Transitfrequenz
Ug=10V,/.=100A, f=1MHz

Schaltzeiten

Tmp = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Ohmsche Last Fig. 3
Ug=125V,I.=1A,
lgy=—1lg,=0.2A,

t
= P
tp =25 ps, T =0,01
Einschaltzeit
Speicherzeit
Abfallzeit
Induktive Last Fig. 4, 5

Ic=1A1y,=02A,

U =300V, -U,

klemm BEoff case

Speicherzeit

Abschaltbelastungszeit

t
n_P_ =
= 0.02, tp— 0.3 ms
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=5V, T__=100°C

CES

CES

U(BR)CEO

(BR)CEO

U(BR)F.BO

1)
UCEsatl )
UCEsat

sV

Min.

300
400

Typ.

10

0,2
1,7
0,2

1,2
04

Max.

0,5
0,5
2,0
2,0

1,5
1,0

1,6

40
25

04
25
0,3

2,0
0,7

mA
mA
mA
mA

MHz

us
ps
ps

s
ps



TE 13002 - TE 13003
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Fig. 2 Impulsdiagramm
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TE 13002 - TE 13003

50V, +Ug=125V
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'p=25s 100 yF
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Fig. 3 MefRschaltung fiir Schaltzeiten mit ohmscher Last
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TE 13002 - TE 13003
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TE 13002 - TE 13003
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TE 13002 - TE 13003

1 Dynamische Sattigung 88 6159
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A4

TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

TE 13004 - TE 13005

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Schaltnetzteile, Lampenansteuerschaltungen

Besondere Merkmale: .
@ in Mehrfachdiffusions-Technik
® Glaspassivierung
@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

® Kurze Schaltzeit
@ Verlustleistung 57 W
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Zubehér:
Isolierscheibe Nr. 564542
Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom
Basisspitzenstrom
Gesamtverlustleistung

Tase =25°C
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause

T1.2/715.1189D

Kollektor mit Montage-
flache verbunden

Standard Kunststoffgehduse
14A 3 DIN 41869

JEDEC TO 220

Gewicht max. 2,5 g

TE 13004 TE 13005

300 400
600 700
9
4
8
2
4
57
150
—65...+150
2,2

> » » P < <<

3

°C
°C

K/W
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TE 13004 - TE 13005

KenngréRen

T .se = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom -
Uy=600V TE 13004
Uge=700V TE 13005
=150°C, U, =600V TE 13004
Ug=700V TE 13005

TCBSS

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I.=100mA, L.=126 mH TE 13004

Fig. 1,2 TE 13005
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
I.=2A,l;=05A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
I.=2A,1;=05A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uge=5V.[.=10mA
Ugeg=5V.I.= 1 A
Ug=5V.l.= 4 A

Transitfrequenz
Uee=10V, I, =500 mA, f=1 MHz

Schaltzeiten
T =25 °C, falls nicht anders angegeben

amb

Ohmsche Last Fig. 3
Us=125V,I.=2A;
lgy=—lg, =04 A,

t
= L
t,=25 s, £ =0,01

Einschaltzeit
Speicherzeit
Abfalizeit
Induktive Last Fig. 4,5

Ic=2A,l,,=04A,

U =300V, -U

klemm BEoft = B Vi T =100 °C

case

Speicherzeit

Abschaltbelastungszeit

1) tp
T =0,02, tp =0,3ms
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U(BR)CEO

(BR)CEO

U(BR)EBO

sv

Min. Typ.
300
400
9
10
10
4
4

0,25

1,5

0,2

1,2

0,4

Max.

50
50
0,56
0,5

0,6

1,6

04
2,5
0,3

2,0
0,7

pA
pA
mA
mA

MHz

s
s
ps

s
s



TE 13004 - TE 13005

88 4270

Ic=03A Lc=126mH
BC160 /g=50mA

_<—)~
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Fig. 2 Impulsdiagramm
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TE 13004 - TE 13005

50V +Ug=125V
_r—|_ 620 620
fp=25us 100 pF
250 V I
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~Uggoff =5V 88 4271

Fig. 3 MeRschaltung fiir Schaltzeiten mit ohmscher Last
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Fig. 5 Impulsdiagramm
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TE 13004 - TE 13005
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TE 13004 - TE 13005
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TE 13004 - TE 13005
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

TE 13006 - TE 13007

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Schaltnetzteile, Lampenansteuerschaltungen

Features:

-

® In Mehrfachdiffusions-Technik

® Glaspassivierung

® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

@ Kurze Schaltzeit
@ Verlustleistung 100 W

o) 5+QDG
48 4 ’ T
i 1}351 I i 248
i
A Q75201
_____ A
L | : — E
7 N\ I
10 35 —H— e | —{ C
$ ! 2,54
| -
______ d
L—1 o1 _f
29 47
58
7377 16 12'2 1
Zubehor:
Isolierscheibe Nr. 564 542
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Uces
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo
Kollektorstrom Ie
Kollektorspitzenstrom Tem
Basisstrom Ig
Basisspitzenstrom lam
Gesamtverlustleistung
Tcase § 25 OC tot
Sperrschichttemperatur Tl
Lagerungstemperaturbereich Tstg
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause Riuc

T1.2/717.1188 D

Kollektor mit Montage-
flache verbunden

Standard Kunststoffgehiuse
14A 3 DIN 41869

JEDEC TO 220

Gewicht max. 2,6 g

TE 13006 TE 13007

300 400 \%
600 700 \
\%

A

16 A

4 A

A

100 w

150 °C
—65...+150 °C
1,25 K/W

259



TE 13006 - TE 13007

Kenngréfen

T.. =25°C, falls nicht anders a

case

Kollektorreststrom
U="600V
Uge=700V
Tpee=150°C, U, =600V
Uge=700V

ngegeben

TE 13006
TE 13007
TE 13006
TE 13007

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc=100mA, L =126 mH
Fig. 1,2

TE 13006
TE 13007

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=1mA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspann
I.=5A;=1A
I.=8A1,=2A
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
Ic=5AI=1A

ung

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaitnis

Uge =5V, ;=10 mA
Uge=5V,Ic= 1 A
Uge=5V.Ic= 4 A

Transitfrequenz

Uge=10V, 1, =500 mA, f=1MHz

Schaltzeiten

T

amb

Ohmsche Last Fig. 3

Ug=125V,[,=5A,
lgy=-lgy=1A

t
t,=25ps, +=0,01

Einschaltzeit

Speicherzeit

Abfallzeit

Induktive Last Fig. 4,5
I.=5Al;,=1A

Y =300V, -y,

klemm Beort =5 Vi T,

Speicherzeit

Abschaltbelastungszeit

Nk
T

260

=0,02, tp =0,3ms

= 25 °C, falls nicht anders angegeben

=100°C

case

CES

o O 0
m m m
" u v

U{BR)CEO

(BR)CEO
U(BR)EBO

1}
UCEsat‘)
UCEsat

sv

Min.

300
400

Typ.

Max.

0,5
0,5
1,0
1,0

1.6
3,0

1.6

1.1
3,0
0,7

2,3
0,7

mA
mA
mA
mA

MHz

s
ps
ps

ps
s



TE 13006 - TE 13007

Ugp=10V

88 4273
430
. 05W 0,

6 W

Ic=05A Lo=125mH

BC160 /g=50mA 1

Ug1=0...30 V+
oy Is=5A
7 —1)YBR) CEO

3 Impulse =
4
2_
7 =01
p=10ms

100
mQ

Fig. 1 MeRschaltung fiir: U(BR)CEO

o
0,5A
o1A
I [
Uce
YsRriceo
4.
88 4301 100k

Fig. 2 Impulsdiagramm
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TE 13006 - TE 13007

+Ug=125V

50V
—J L xo 250
fp=25ps _lq— 100 pF,
I 250 v I

lg1=—lg2=1A lc=5A

~Uggoff=5V 88 4274

Fig. 4 MeRschaltung fir Schaltzeiten mit induktiver Last
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100 pF
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4 100 pF lc=5A
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88 4275

Fig. 3 MeRschaltung fiir Schaltzeiten mit ohmscher Last

1 | /

Fig. 5 Impulsdiagramm
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TE 13006 - TE 13007
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TE 13006 - TE 13007
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

v TE 13008 - TE 13009

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendungen: Schaltnetzteile, Lampenansteuerschaltungen

Besondere Merkmale: -

@ In Mehrfachdiffusions-Technik

® Glaspassivierung

® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

® Kurze Schaltzeit
® Verlustleistung 110 W

0,5+003

1
D S

35 4

7377

29

58

Zubehor:

Isolierscheibe Best. Nr. 564542

Absolute Grenzdaten

Kollektor mit Montage-
flache verbunden

Standard Kunststoffgehiuse
14A 3 DIN 41869

JEDEC TO 220

Gewicht max. 2,6 g

TE 13008 TE 13009

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 300 400 \%
Uces 600 700 \%
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo 9 \'
Kollektorstrom Ie 12 A
Kollektorspitzenstrom Iem 20 A
Basisstrom laav 3 A
Basisspitzenstrom lam 6 A
lom 2 A

Gesamtverlustleistung
Toase =25°C ot 110 w
Sperrschichttemperatur TJ 150 °C
Lagerungstemperaturbereich stg —65...+150 °C

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause Ryc 1,13 K/W

T

.2/1884.1188 D
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TE 13008 - TE 13009

KenngréfRen
T ... =25 °C, falls nicht anders angegeben

case
Kollektorreststrom .
Uge= 850V
U =1000V
T _.=150°C, U..= 850V
Ug=1000V

TE 13008
TE 13009
TE 13008
TE 13009

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
1.=05A,L.,=125mH TE 13008
TE 13009
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
I.=8A;=186A
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
I.=8A1,=16A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uge=5V,I.=5A
Uge=5V.I.=8A
Transitfrequenz
Uge=10V,I.=500mA, f=1MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat

Up=10V, [ ,=0;f=1MHz
Schaltzeiten
T = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Ohmsche Last
Ug=125V, [ =8A I;,=—lg,=16A

t
= P
t, =25 s, £=0,01

Einschaltzeit
Speicherzeit
Abfallzeit
Induktive Last

Ic=8A I, =16A

Y, =300V, -y,

klemm beort =2 Vi T,

case

=100°C
Speicherzeit

Abschaltbelastungszeit

t
e - =
T =0,02, tp 0,3 ms

266

Min. Typ.
ICES
ICES
ICES
ICES
U(BR)CEO 300
(BR)CEO 400
U(BR)EBO 9
1
UCEsat
1
UBEsat
1
hFEl; 8
FE 6
f, 4
Cero 150
ton

Max.

0,5
0,5
1.0
1,0

1,5

1,6

1,1
3,0
0,7

3.0
0,5

mA
mA
mA
mA

MHz

pF

s
ps
ps

us
s



